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 InN は、窒化物半導体の中で最も小さいバンドギャップ、大きな移動度を有しており、これらの

物性から高速・高周波デバイスや赤外発光デバイスへの応用[1]が期待されている。しかしながら、

InN には結晶解離温度が低い、他の窒化物半導体とのヘテロ接合において格子定数不整合度が大

きく、高密度の貫通転位が生じてしまうなど、結晶成長上の課題が存在し、デバイス応用に至っ

ていない。我々のグループでは、デバイス応用に適した結晶基板探索の一環として、スパッタ・

アニール法で作成した高品質 AlN テンプレート基板[2, 3]を利用することを検討している[4][5]。今回

の発表では、AlN テンプレート基板上に RF-MBE法で成膜した InNの発光特性を評価し、基板極

性・成長法による差異を調べた。 

今回の実験に使用した試料は 3 種類である。一つ目は、サファイア上にスパッタ・アニール成

長させた窒素極性 AlN上に、GaN バッファ層を 10分成長させた後に、成長温度 435℃で DERI法
[6]によって InNを 80分間成長させた試料（試料①：InN/GaN buffer/N-AlN）である。二つ目は、サ

ファイア上にスパッタ・アニール成長させた N極性 AlN上に、成長温度 435℃で同時供給法によ

って直接 InN を 2時間成長させた試料である（試料②：InN/N-AlN）。三つ目は、サファイア上に

スパッタ・アニール成長させた Al極性 AlN 上に、MOVPE 法で AlNを成長させ、さらにその上に

成長温度 435℃で同時供給法により直接 InN を 2 時間成長させた試料である（試料③：InN/Al-

AlN）。InN の成長温度は 435℃である。これらの試料の PL 測定を、測定温度を 10K～300K の範

囲で行った。励起光には 514.5 nmの Arレーザーを用いて、励起光パワーを 0.090±0.005 Wに調

整した。なお過去に我々のグループで測定した GaN テンプレート上に成膜した InNの発光スペク

トル[7]との比較も行った（試料④:InN/GaN temp）。 

図 1 に先述した３つの試料の低温（10K）PL スペクトル

を示す。試料①の発光ピーク値（~ 0.705 eV）は、これまで

報告されてきた GaN temp上の PLピーク値（~ 0.685 eV）よ

り高エネルギー側にシフトしている。このシフトはバース

タイン‐モス効果によるものと考えられ、試料①の電子濃

度が高いことを反映している。一方、試料②、③の発光ピー

クは、~0.69 eV、~0.735 eVと 2つのピークに分解できる。

このことから、試料に GaN temp上と同程度の電子濃度の領

域と、より高電子濃度の領域が混在している可能性が示唆

される。講演では以上のデータの詳細に加えて、各基板上

InNの発光効率の温度変化についても報告する。 
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Figure 1 PL spectra of InN on various 

substrates measured at 10K. 
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